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1.実験背景

現在、透明導電膜にはITO (スズ添加酸化インジウ
ム)が広く使われている。しかし、 Inは希少金属で高価

であるため、 Inに代わる電極材料の開発が進められてい

る。そして、今後、電極材料として注目されているのが、

本研究で生成する酸化亜鉛(ZnO)である。酸化亜鉛は

3. 37[eV]のエネルギーバンドギャップであるため、紫

外光の波長領域を持ち透明導電膜-の応用が期待されて

いる。

2.概要
多結晶は単結晶に比べ、結晶の配向性が悪く抵抗率が

高い。しかし、容易に生成でき、安全でコストがかから

ないという利点がある。そこで、本研究では多結晶酸化

亜鉛薄膜を生成し、薄膜生成条件を変化させた時の各薄

膜の結晶性、表面構造の解析し、良い生成条件の模索を

目標にⅩ線回折装置、 SEMを用いて分析・評価した。

ⅩRDスペクトルはZnO (002)面に注目し、 SEMは

結晶ができているかに注目した。

3.実験内容
3.1 ZnO薄膜生成

今回ZnO薄膜生成に使った方法は電気化学析出法とい

う生成法で、電気分解の応用したものである。生成条件

の析出電位、反応浴温、モル濃度、堆積時間を変化させ

ZnO薄膜を生成した。

3.2　ZnO薄膜の解析

解析はⅩ線回折装置、 SEMを用いた。 ⅩRDを使い結
晶性を、 SEMを使い表面観察を行った。 Ⅹ線回折は、 Ⅹ

線を照射し、反射Ⅹ線を検出器で測定することにより、
ターゲットの組成を知ることができる　SEMは、ターゲ

ットに電子ビームを当て出てきた二次電子等を検出し、
表面観察ができる。

3.3　実験結果

ⅩRDを用いて各条件でのZnO薄膜のスペクトル変化を

図1-4に示す。
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各条件でスペクトルを見ると、析出電位-1. 1[VJ、
浴温70℃、モル濃度0. 1LM]、堆積時間5[min]での

znO(002)面が一番成長している。

図5はSEMで見た表面の中でZnOの結晶と思われる

ものである。このSEM像の条件は析出電位-1. 2[V]、

70℃、 0. 1【M]、 5[min]で生成したものである。

しかし、 ⅩRDで見た

スペクトルと　SEM画

像との相関性が見られ

ないものもあった。中

には結晶自体が溶け見

た目はゴミのようにな
っているが、 XRDのス

ペクトルで見る　と

znO(002)面が成長して

いるという結果も得ら

れた。

4.まとめ

本実験では、 ⅩRD、 SEMを用いてZnO多結晶薄膜の

結晶を見て、好生成条件を模索することが出来た。しか

し、同じ条件で生成したZnO薄膜の付き方に均一性がな

く、成長の仕方にムラがある。今後の課題としては、結
晶の配向性を良くすることで、半導体として利用できる

ものになるかもしれない。


